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La precente solicitud se refiere a un compomente semioconductor
oon una disposioién semiconductora dispuests en el interior de un anillo de
material aislante eldstico, con un elemento semlioonduotor que presenta un

borde y caras principales, estando dotado el anillo en su lado inferior de

conduotor, y al menos un eleotrodo de slimentacidn.

En uno de eatos componentes gemioonduotores conocido el anille
de material aislante elfstico estd dotado en su lado interior, a lo largo
de su contorno, de un resalte hermetizante, que se oifle contra el borde del

elemento semiconduotor, El anillo presenia sdemés en ambos lados frontales

semioondustor bay adosados dos eleotrodos de alimentacién en forma de disoo

ocon sendas tridas que se extienden radialmente hacia dentro. El resalte ¥y
de slimentaoién, de manera qué en el montaje las bridas de los electrodos
en sl smpacio gue hay en el resalte ¥ una de las brides del anillo.

un componente semioconductor de la oclase expuesta, de manera que es posible

un montaje més sencillo.

1lo y el borde de la disposicién semiconduotora estén dotados de escalones,
de tal mener#vqge elgdiématro exterior de la disposicién semiconduoctora y
el didmetro interior del anillo decrecen en uns y la misma dirocéién porque
lbs esoal&nes presentan auperfioies que se hallan al menos aproximadamente
p@ralelas y al menos aproximadamgnte perpendiculares a las superficies prin
cipales y porque por lo menos las ﬁuperfioies de los eszcalones paralelas a
las superficies principales, hecen contaoto sobre los lados interiores del

anillo y el borde de la disposicidn semioonduotora.

superficies hermistizantes que se oiffien oontra el borde del elemérto semi~

gendas bridas dirigid#s radislments haocia dentro, A ambos lados'del elenentq

las bridas del anillo abarcan por ambos lados & las bridas de los elootrodo‘

de alimentacién tieneh que meterse a presidn, con grah aplicacidn d; fuerza}

La invenoidén est& oaracterizada porque el lado interior del ani

y

La presente invencién se fundaments en el cometido de porfocoio?ar _

Se obtiene una hermetizacién mejorada si adidonalmente se toocan
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ias superfioies de los esoaslones situadas perpendiculares a lsssuperficies

principales, Preferentemente la disposicibén semiocondoutora esté apretada en
tre ocuerpos regrigeradores, juntamente con el anillo, estando el anille di-

mensionado de manera que esite al estar destensado es mis alio que la dispoﬁ

sicidn semiconductora. Segin un ventajoso perfeccionamiento también los
esocalones en el lado interior del anillo, en la direccién perpendicular a
las superficies prinecipales pueden ser, al estar destensado el anillo, més
altos qu; los escalones del borde de la disposiocién semioconductora. Venta-
joaamen?e el anillo puede presentar al menos en una de sus ocuras frontaleﬁ
un cuelle que circunda al menos parcialmente al borde &l ocuerpo refrigera-
dor. Los electrodos de alimentacibén presentan convenientemente un esoalona-

miento por lo menocs.

Le invencién se aclara con detalle a base de un ejemplo de eje-
l

oucién, en unién con las figuras 1 y 2.
En la figura 1 se muesira en seccién un componente semioonduc-
for 1 segtn la invencibén. El componento semiconduotor tiene un elemento

semiconductor 3 que est& ubicado en el interior de un anillo 2 de material

aislente eléstico. Bl anillo 2 puede oonstér por ejemplo de un elastémero,E
por ejemplo caucho silioona. El elemento semiconduotor 3 esis unido oon uni
placa soporte 4 de un material con esencialmente elwrmismo coeficiente de

dilatacién térmica, como por ejemplo mollbdeno, la placa soporte eirve aquj
como eleotrodo de alimentacidén. En el lado superior del elemento semioon- |

{
ductor 3 estd superpuesto un electrodo de alimentaoién 5.

La disposicién semlconductora compuesta del elemento semicondud
tor 3, la placa soporte 4 y ol electrodo de adimentaoidn presenta en el '
borde escalones 6 y 7. El escaldn 6 se forma Wediante la conformacién del
eleotrodo de alimentacién 5, mientras que el emoalén 7 ee produce por el
diéﬁetro de la placa soporte 4 que es mayor que ol didmeiro del electrodo
de alimentaoibn 5; La place soporte 4 puede presentar sin embargo otro es-~

calén en su borde interior. El lado interior del anille 2 presenta asimismo
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wicién semiconductora 3y 4y 5 pueden meterse en el anillo sin una eﬁpéciai

-3 -

sscalones 8 y 9 en los que haoen contacto oorrespondiphte:esoalones 6y 1
fospeotivamente del elemento semicondhotor, En el lado interior del anillo
2 pueden estar previstos otros esoalones, oorrespondientemente al ntmero de
escalones de la disposioibén semiconductors 3,4 y 5.

£] Qimensionado de los escalones en el lado interior del anillo
por uha parte y en el borde del elemento semiconductor pot otra parte estd
convenientemente adeouado de tal manera que al menos las miperficies 10 y 11
de la disposinién semiconductors 3, 4, 5 paraldas a las superfioies prinol-
pales del elemento semiconductor 3, hacen ocontacto en superfioles corrosp&n-
dientes de los escalones del lado interioﬁ del anillo 2. lLas guperficles
12, 173 13, 185 14, 19, que estén en &ngulo recto con las superficies prin~:
oipales del elemento semiconductor 3, estén desarrolladas oonvenientemente
asimiaﬁo 6omo superficies hermetizantes. En la representacién de la figura
1 éstas presentan una separacibén exagerademenie grande, para gque se vean |
mejor. Bl di&metro éxterior del elemento semiconductor y el dilmetro inte-.

rior del anillo se adeouerén entre si de manera que las partes de la dispo-

aplicaocién de fueria. |
' El bogde del ocuerpo semioonduotop J eatd dotado de una oaypa de;
pasivacién que mantiene alejadas las influenoiss externas especialmente de
las tranéioiones—pn que surgen en el borde, Para fines de almacenamiento
y verifioacién basta por tanto el tipo de blindsje desorito en unién con
la figura 1. Durante el funcionamiento tiene que refrigerarse oada oompone

te semiconduotor. En la figura 2 se muestra que a.ambos lados de la dispo-

sici6n semiconduotora 3, 4, 5 estén mefidos a presibn ouerpos refrigeradores
22 ¥ 23. El anillo 2 estd shors dimensionado oonvenientemente de manera an
éate al estar destensado, es deoir ouando no estdn metidos los ouerpos re—'
frigerados,. es mis alto (hl, lafigura 1) que la disposioidn senioonduotora
3y 44 8 (hz, figura 1). Con sto se comprime el anillo y entran en oontao-:

{
Yo las superfioies 12, 17; 13, 18; 14, 19. El efecto hermeiizante de eatasi
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hacen algo mayores que las superfioies correspondientes de la disposioién »
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superficies puede mejorarse todavia més porgque los escalones del anillo pe

pendioularmente a las superficies principales del ouerpo semioconductor 3 se

niconductora 3, 4, 5. Al aretarse los ouerpos refrigeradores 22, 23 esias
partes del anillo se aplastan todavia més y hermetizan todavia mejor el ine
terior del componmente semioconductor.

El anillo 2 puede tener en uno o en ambos lados frontales un
ouello 20 y 21 en ocada caso, desarrollado de tal manera que circunda al me-
nos paroialmehte el borde de los cuerpos refrigeradores 22, 23}, Nediante la
deformacibén del anillo 2 al apretarse lés cuerpos refrigeradores los ouellos
20, 21 se oiflen al ouverpo refrigerador, 16 cual lleva asimismo a un mejora—
miento de la hermetizacidn, en especial de las superficles entre los ouer;~
pos refrigeradores 22, 23 y el electirodo de alimentacién o biem la plamoa
soporte 4. , o

Las. superficies hermetizantes anteriormente menoionadas no
tienen que ser necesariamente paralelss o blen perpendioularmente s las su-
perficies principales del cuerpo memioconductor 3, sino que éstde pueden os-
tar tambidn ligeramente inolinadas.

Deacrita suficientemente la nduraleza del invento, asi como la
manera de realizarse en la prictica, debs hacerse constar que las disposi-
oiones anteriormente indioadas son susceptibles de nodifioaoionoﬁ de deta-

lle en cuanto no alteren su principio fundamental.
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EX

| do manera que al estar destensado es mél alto que la disposioién semicon-

~ RBIVINDICACIONES =

l.~ Perfeocionamientos en oomponentes semicondustores del tipo
dotados de una disposloién semiconduotors dispuesta en el interior de un
anillo de material aislante eléstico, oon un elemento semiocondustor que pre+
sonfa un borde y cearas principales, eatando dotado el anillo en su lado in-
ferior de superficies de hermetizantes que se oilfien contra el borde del ele+
mento semiooﬁduotor, ¥ al menos un eleoirodo de mlimentacidn, oaracteriza-
dos porque los lados interioreés del anillo y el borde de la disposicién sew
niconductora estén dotados de emcalones de tal manera que el dilmetro extew-
rior de la disposicién semiconductora y el didmetro interior del anillo de-
grecen ®n ung y la misme direccién, porque los escalones presentan superfi-|

cies que se hallan al menos aproximadsmente paralelas y al menos aproximads.

mente perpendioulares a las superficies principales y porqpé por lo meuos
las superficies de los escalones paralelas a las_auperfioiob principeles,
hacen econtaoto sobre los lados interioﬁes del anillo y sl borde de 1;'d§s-
posicién semiconduotoras o
2.~ Perfeccionanientos segin la reivindicacién 1, oaradi‘:;i#@oh
porque las superficies &e los esocalones qué se hallan perpengioulﬁrea a las

superficies principales hacen oontacto entre si.

3¢~ Perfeccionamientos segfin la reivindicacién 1 6 2, oarﬁota:i
zados porgque la disposicién semiconductora juntamente con el anillo esf&A

apretada entre cuerpos refrigeradores y porque el anillo estd dimensionado

ductora.

4+~ Perfecoionamientos segln la reivindioacién 3, ocaracteriza-
dos porque 163 encalones del lado interior del anillo, en la direcoién per;
pendicular a las superfioio; principales, al estar deatensado el anillo son
nés altos que los emoalones del borde de la disposicién semiconduotors.

5.~ Perfecclonamientos segtn la reivindicacién 3, caracteriza~-

dos porque 6l anillo preaenta vor losmencs én una de sus caras: frontales
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un cuello que abarca al menos paroialmente al borde del ouerpo rorrigarador.i

6.- Perfeccionamientos segtn una de las reivindicaciones 1 a 5, ,

caracterizados porgue el elaectrodo de alimentacidn presenta en cada oaso un'

escalonamiento por lo menos. :

queda sustancilmente descrito en la presente Memoria e ilustirado enlbs dibu-

jos adjuntos.

Este Memoria consta de seis hojas escritas a méquina poT una

30la cara. _7 ENE 19?? |

Madrid,
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